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(54) 반투과형 액정표시장치의 제조방법

요약

본 발명은 반투과형 액정표시장치를 개시한다. 개시된 발명은, 단위화소부와 트랜지스터부로 한정되어 있는 하부기

판과 상부기판; 이들 사이에 배열되는 액정층; 상기 하부기판의 트랜지스터부에 형성된 게이트, 게이트절연막 및 소

오스/드레인; 상기 하부기판의 단위화소부에 형성된 투과전극; 및 상기 트랜지스터부와 단위 화소부의 반사영역과 투

과영역상에 형성되되, 상기 트랜지스터부의 드레인의 일부분 을 노출시키고 단위화소부의 반사영역에 형성된 높이가

투과영역에 형성된 높이 보다 같거나 높은 레진층;을 포함하여 구성되며, 반사와 투과모드에서 동일한 광특성을 갖도

록 어레이측의 설계를 최적화할 수 있는 것이다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 반투과 광경로 차이에 따른 전압 대 휘도특성을 도시한 그래프,

도 2는 종래기술에 따른 반투과성 액정표시장치의 단면도,

도 3은 본 발명에 따른 반투과형 액정표시장치의 단면도,

도 4는 반사부와 투과부의 광특성을 나타낸 그래프.

[도면부호의설명]
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41 : 하부기판 43 : 게이트

45 : 게이트절연막 47 : 소오스/드레인

49 : 보호막 51 : 투과전극

53 : 레진층 55 : 반사전극

57 : 편광판 61 : 상부기판

63 : 칼라필터 65 : 공통전극

67 : 위상지연판 69 : 편광판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 반사와 투과모드에서 동일한 광특성을 갖도

록 어레이측의 설계를 최적화할 수 있는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 관한 것이다.

반투과형 액정표시장치의 반사모드와 투과모드에서 광경로의 차이로 인해, 즉 투과모드의 광경로는 액정층을 한번 

통과하지만, 반사모드의 광경로는 외부광원에 의한 입사광과 반사층에 의한 반사광에 의해 액정층을 두 번 통과하게 

되는 이유로 반사모드의 광특성(a)과 투과모드에서의 광특성(b)간의 차이가 도 1에서와 같이 존재하여 표시품질이 저

하되는 문제점이 있었다.

이를 해결하기 위하여 도 2에서와 같이 투과부의 셀 갭을 반사부의 2배로 설계하여 두 모드간의 광특성을 일치시킬 

수 있도록 설계를 하였는데 이러한 종래기술에 따른 액정표시장치의 제조방법에 대해 좀더 구체적으로 설명하면 다

음과 같다.

도 2는 종래기술에 따른 반투과성 액정표시장치의 단면도이다.

종래기술에 따른 반투과성 액정표시장치는, 도 2에 도시된 바와같이, 단위화소부와 트랜지스터부로 한정되어 있는 하

부기판(11)과 상부기판(31) 및 이들사이에 배열되는 액정층(미도시)으로 구성되어 있다.

여기서, 상기 하부기판(11)의 트랜지스터부에 게이트(13)을 형성되어 있고, 상기 게이트(13)를 포함한 전체 구조의 

상면에 게이트절연막(15)이 형성되어 있다.

또한, 상기 게이트(13)상부의 게이트절연막(15)상에 반도체층(미도시)과 오믹층(미도시)이 형성되어 있고, 상기 게이

트(13)상측부분을 제외한 상기 오믹층(미 도시)과 게이트절연막(15)상에 소오스/드레인(19)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 소오스/드레인(19)을 포함한 트랜지스터부상에 보호막(21)이 형성되어 있고, 상기 하부기판(11)의 단위

화소부에는 ITO로 이루어진 투과전극(23)이 형성되어 있다.

또한, 상기 보호막(21)과 투과전극(23)상에 레진막(25)이 형성되어 있고, 상기 레진막(25)에는 상기 드레인(19)의 일

부분과 상기 투과전극(23)의 일부분을 노출시키는 콘택홀(미도시)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 드레인(19)의 일부 노출된 부분과 함께 레진막(25)상에 AlNd로 구성된 반사전극(27)이 형성되어 있다.

한편, 상기 하부기판(11)의 하면에 편광판(9)이 형성되어 있고, 상부기판(31)의 하면에는 칼라필터기판(33)과 공통전

극(35)이 형성되어 있고, 상면에는 위상지연판(37)과 함께 편광판(39)이 형성되어 있다.

상기 구성에 의하면, dr은 반사부 셀갭이고, dt는 투과부 셀갭이라고 할 때, dt = ×dr 이다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 이러한 경우는 셀갭차에 의한 러빙공정에서의 러빙불균일 및 경계부인 'C'에서 디스클리네이션 발생 등의 화

면 품위 저하뿐만 아니라 반사모드시의 입사광은 직진광만 있는 것이 아니라 여러 방향에서의 광이 입사되어 반사되

기 때문에 실제 반사모드에서의 광경로는 투과모드에 비해 2배 이상이 되기 때문에 근본적으로 두 모드간 광특성을 

일치시킬 수 없는 문제점을 가지고 있다.

이에 본 발명은 상기 종래기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 투과전극상부와 반사전극하부에

서 요철 형성을 위해 위치하는 레진층을 이용하연 투과전극상부에 위치하는 레진층의 두께를 조절하여 반사/투과전

극에 동일한 전압이 인가되어도 투과전극부는 상부의 레진층이 캐패시턴스로 작용하여 실제 액정층에 인가되는 전압

이 반사전극부보다 낮아지는 효과로 두 모드간의 광특성을 일치하여 표시품질을 향상시킬 수 있는 반투과형 액정표

시장치를 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 반투과형 액정표시장치는,

단위화소부와 트랜지스터부로 한정되어 있는 하부기판과 상부기판;

이들 사이에 배열되는 액정층;

상기 하부기판의 트랜지스터부에 형성된 게이트, 게이트절연막 및 소오스/드레인;

상기 하부기판의 단위화소부에 형성된 투과전극; 및

상기 트랜지스터부와 단위화소부의 반사영역과 투과영역상에 형성되되, 상기 트랜지스터부의 드레인의 일부분을 노

출시키고 단위화소부의 반사영역에 형성된 높이가 투과영역에 형성된 높이보다 같거나 높은 레진층;을 포함하여 구

성되는 것을 특징으로 한다.

(실시예)

이하, 본 발명에 따른 반투과형 액정표시장치를 첨부된 도면을 참조하여 상 세히 설명한다.

도 3은 본 발명에 따른 반투과형 액정표시장치의 단면도이다.

본 발명에 따른 반투과형 액정표시장치 형성방법은, 도 3에 도시된 바와같이, 단위화소부와 트랜지스터부로 한정되어

있는 하부기판(41)과 상부기판(61) 및 이들사이에 배열되는 액정층(미도시)으로 구성되어 있다.

여기서, 상기 하부기판(41)의 트랜지스터부에 게이트(43)을 형성되어 있고, 상기 게이트(43)를 포함한 전체 구조의 

상면에 게이트절연막(45)이 형성되어 있다.

또한, 상기 게이트(43)상부의 게이트절연막(45)상에 반도체층(미도시)과 오믹층(미도시)이 형성되어 있고, 상기 게이

트(43)상측부분을 제외한 상기 오믹층(미도시)과 게이트절연막(45)상에 소오스/드레인(47)이 형성되어 있다.

그리고, 상기 소오스/드레인(47)을 포함한 트랜지스터부상에 보호막(49)이 형성되어 있고, 상기 하부기판(41)의 단위

화소부에는 ITO로 이루어진 투과전극(51)이 형성되어 있다.

또한, 상기 보호막(49)과 투과전극(51)상에 레진막(53)이 형성되어 있고, 상기 레진막(53)에는 상기 드레인(47)의 일

부분을 노출시키는 콘택홀(미도시)와 함께 투과영역상의 레진막(51)을 일정량 만큼 제거하여 트렌치(미도시)를 형성

한다. 여기서, 상기 반사전극하부의 레지층의 두께는 0.5≤두께≤6μm로 구성되어 있고, 투과전극(51)상부의 레진층

두께를 0〈두께〈6μm로 구성되어 있다. 또한, 투과전극 상부의 레진층의 두께는 반사전극하부의 레진층의 두께에 

비해 같거나 낮게 형성한다.

그리고, 상기 드레인(47)의 일부 노출된 부분과 함께 레진막(53)상에 반사율이 높은 Al, AlNd, Ag, Cu 등으로 구성된

반사전극(55)이 형성되어 있다.
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한편, 상기 하부기판(51)의 하면에 편광판(57)이 형성되어 있고, 상부기판(61)의 하면에는 칼라필터기판(63)과 공통

전극(65)이 형성되어 있고, 상면에는 위상지연판(37)과 함께 편광판(39)이 형성되어 있다.

상기 구성에 의하면, dr은 반사부 셀갭이고, dt는 투과부 셀갭이라고 할 때, dt 〈 2 × 및 dt = dr 이다.

이러한 구성으로 된 본 발명에 따른 액정표시장치의 동작은 투과전극(51)상부와 반사전극(55)하부에서 요철 형성을 

위해 위치하는 레진층을 이용하여 투과전극상부에 위치하는 레진층의 두께를 조절하여 반사/투과전극에 동일한 전압

이 인가될 경우에 반사전극(55)상부의 액정층에는 전압이 바로 액정층에 인가되지만, 투과전극부는 상부의 레진층이 

캐패시턴스로 작용하여 실제 액정층에 인가되는 전압은 반사전극부보다 낮아지는 효과로 두 모드간의 광경로 차이 

등으로 인해 불일치되었던 광특성을 일치하여 표시품질을 향상시키게 된다.

발명의 효과

상기에서 설명한 바와같이, 본 발명에 따른 반투과형 액정표시장치에 의하면, 반사부와 투과부의 셀갭차를 같도록 할

수도 있고 투과부의 셀갭을 더 높게 설계할 수도 있어 반사모드와 투과모드에서의 광특성 불일치를 해결하므로써 표

시품질이 우수한 반투과 액정표시장치를 만들 수 있다.

한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구 범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗

어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
단위화소부와 트랜지스터부로 한정되어 있는 하부기판과 상부기판;

이들 사이에 배열되는 액정층;

상기 하부기판의 트랜지스터부에 형성된 게이트, 게이트절연막 및 소오스/드레인;

상기 하부기판의 단위화소부에 형성된 투과전극; 및

상기 트랜지스터부와 단위화소부의 반사영역과 투과영역상에 형성되되, 상기 트랜지스터부의 드레인의 일부분을 노

출시키고 단위화소부의 반사영역에 형성된 높이가 투과영역에 형성된 높이보다 같거나 높은 레진층;을 포함하여 구

성되는 것을 특징으로하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 반투과형 액정표시장치는,

상부기판에 형성된 위상지연판 및 편광판과; 상기 하부기판에 형성된 편광판;

상부기판에 형성된 칼라필터와 공통전극을 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 반사전극으로는 Al, AlNd, Ag, Cu 중에서 선택하여 사용하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액

정표시장치.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 반사전극하부의 레지층의 두께는 0.5≤두께≤6μm인 것을 특징으로하는 반투과형 액정표시장

치.

청구항 5.
제1항에 있어서, 상기 투과전극상부의 레진층 두께는 0〈두께〈6μm인 것을 특징으로하는 반투과형 액정표시장치.
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摘要(译)

本发明公开了一种半透射型液晶显示装置。所公开的发明与在透射区域
或限制下板和形成在上板的晶体管中形成的栅极上形成的高度相同：液
晶层：下板，以及形成在栅极的单位像素部分中的传输电极绝缘层和源
极/漏极：在单位像素部分的反射区域中形成的下部板和高度暴露出漏极
的一部分由单位像素部分和包括高树脂层的晶体管构成。并且为了使光
子在反射和透明模式下相同，它可以优化阵列的设计。
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